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Современный подхоД к формированию дискретньIх легированньIх областей
основаН на эпитаксиЕlльньIх методах, позволяющих формировать легированные области,
обладающие резким профилем распределения примеси. Среди всего разнообразия таких
методов метод термомиграции (тм) обладает исключительной возможностью создания
протяженньIх' узких каналов. Препятствием активномУ внедрению тМ в
полупроводниковую технологию служит низкtUI воспроизводимость метода, вызванная
большиМ количестВом факторов, сопровождающих ТМ. Как следствие, по сей день
является актуальной задача разработки научньж основ воспроизводимой технологии
термомиграционного легирования, решению которой и посвящена диссертация Заиченко
А.н.

наиболее сущоственные результаты, полученные Заиченко д.н. в palN{kax

диссертационной работы, заключtlются В следующем. Впервые tlокiцана возможность

формированияи посЛедующей ТМ системы жидких алюминий-гаJIлиевьIх зон в кремнии и
получения легированных микрообластей в виде сквозных кан€UIов шириной 100-200 мкм
на пластинах диаN4етром 100 мм. ,Щостигнуга возможность регулирования концентрации
акцепторов в кремниевых термомиграционных канi}лtж от 1.1019 до 4.1019 см-3 за сче..
изменениЯ состава алюминиЙ-г€lллиевЫх зон. Установлены условия для воспроизводимой
ТМ дискретньж зон со скоростями от 400 до 1000 мкм в час, достигаемыми при
температуре в диапазоне 1320_1520 к. Изготовлены экспериментальные структуры Фэп,
состоящих из легироВанньIх микрообластей в объеме кремниевой подложки и имеющих:
плотностЬ тока короТкого замЫканиЯ _ з2,I мА/см2; наrrряженИе холостоГо хода - 8,6 В;
фактор заполнения ВАХ - 68,1; коэффициент полезного действия - lз,8 уо.

Автореферат Заиченко А.Н. имееТ ряд недостатков: отсутствует единый стиль
оформленИя оформлении рисуНков; имееТ местО большого числа опечаток; в главе 4 при
оIIисании прямьж измерений не приводится оценка погрешности, что усложняет оценку
полrIенных результатов.

на основании представленного автореферата, считаю, что диссертационная работа
<Физико-технологические основы термомиграционного легирования микрообластей в
объёме кремния акцепторными 

'rримесями)) 
соответствует Положению о присуждении

ученыХ степенеЙ в федера_пьном государственном автономном образовательном



r{реждении высшего образоваrrия <южный федеральный университет), предъявJIяемым к
диссертациrIм на соискtшIие уrёной степени кulндидата, а её автор Заиченко Длександр
николаевич, заслуживает присуждения искомой уrёной степени кzlндидата технических
наук по специttльностп 2.2.З -Технология и оборудование дJUI производства материЕlлов и
приборов электронной техники
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